






















































































专利名称(译) 在发射层中具有二芳基蒽梯形聚合物的电场致发光器件

公开(公告)号 CN100355109C 公开(公告)日 2007-12-12

申请号 CN02142114.5 申请日 2002-08-28

[标]申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

当前申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

[标]发明人 郑世莺
石建民

发明人 郑世莺
石建民

IPC分类号 H01L51/54 C09K11/06 H01L51/50 C08G61/00 H01L51/00 H01L51/30

CPC分类号 H01L51/0035 H01L51/5012 Y10S428/917 H01L51/0043 H01L51/0044 H01L51/0052

代理人(译) 张元忠

审查员(译) 沉君

优先权 09/941009 2001-08-28 US

其他公开文献 CN1407838A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

具有阳极，阴极和设置在阳极和阴极之间的发射层的有机发光二极管，
该发射层包括下列重复单元，其用于形成包括以下结构的均聚物或共聚
物，其中各术语如说明书中所定义。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8af12ddd-ee60-4be4-bbd9-c2116f4d7d00
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/025475784/publication/CN100355109C?q=CN100355109C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100355109C

